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Fe as a source of efficient non-radiative recombination in GaN
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principo patys efektyviausi Sviesos Saltiniai. GaN
pagrindu pagaminti InGaN/GaN ir AlGaN/GaN diodai
yra kol kas vieninteliai, veikiantys mélynojoje ir
ultravioletingje spektro dalyse. Zinoma, kad prie dideliy
suzadinimo intensyvumy (sroviy) Sviestuky efektyvuma
riboja Auger rekombinacija ir kravininky nuotekis i§
aktyviosios srities. Prie mazy suzadinimy S$viestuky
efektyvuma riboja rekombinacija per gilius lygmenis —

taip vadinama Shockley-Read-Hall (SRH) rekombinacija.

Bendra SRH rekombinacijos teorija Zinoma daug
mety ir yra tvirty jrodymy, jog ji svarbi nitriduose. Tac¢iau
iki Siol neaisku, kokiuose konkre¢iuose defektuose tokia
rekombinacija yra galima GaN, puslaidininkyje su
draustiniu energijos tarpu 3.5 eV. Kadangi optiniy fonony
energija GaN yra 0.091 eV, viename rekombinacijos
procese turi dalyvauti bent 40 fonony — milziniskas

skaiCius. Naudodami elektroninés struktiiros
skai¢iavimus, paremtus tankio funkcionalo teorija,
neseniai parodéme, kad placiatarpiuose
puslaidininkivose  labai  efektyvus  nespindulinés

rekombinacijos mechanizmas per suZadintas defekto
biisenas [1]. Sis mechanizmas pasireiskia, pvz., SRH
rekombinacijoje per galio vakansijas ir galio vakansijos
kompleksus InGaN [1].

Dar jdomesnis SRH rekombinacijos mechanizmas
atrastas pereinamyjy metaly centruose placiatarpiuose
puslaidininkiuose [2]. Vienas svarbus to pavyzdys —
GaN:Fe [2]. Cia rekombinacija vyksta taip, jog ir
elektrony, ir skyliy pagavoje dalyvauja suzadintos
defekto biisenos, o pastoviame rezime pagrindinés
biisenos praktiskai nickuomet nepasireiskia (1 pav.).
Pasitilytas mechanizmas paaiSkina itin efektyvia
nespinduling rekombinacija per Fe centrus GaN, o
suskaiciuotieji elektrony ir skyliy pagavos skerspjiiviai
puikia dera su eksperimentu [3]. Pasitlytasis
mechanizmas yra bendas, ir turéty galioti labai daugeliui
pereinamyjy metaly centry.
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1 pav. Nespindulinés rekombinacijos GaN:F
mechanizmas per suzadintas priemaiSos biisenas.

Reiksminiai  ZodZiai: puslaidininkiai, Sviestukai,
nasumas, rekombinacija, nitridai.
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